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Vorlaufig
preliminary

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Hochstzuldassige Werte / maximum rated values
Diode Gleichrichter/ diode rectifier
Per|old.|sche Ruckw. Spitzensperrspannung T, =25°C Vegy 800 v
repetitive peak reverse voltage
DurchlaRstrom Grenzeffektivwert pro Chip _ano

Tc =80°C |
RMS forward current per chip ¢ FRMSM 58 A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom —_ano

Tc =80°C |
maximum RMS current at Rectifier output ¢ RMSmax 50 A
StolRstrom Grenzwert tp=10ms, T,= 25°C lesm 448 A
surge forward current tp=10ms, T,= 150°C 358 A
Grenzlastintegral tp=10ms, T,= 25°C 1%t 1000 A%
1%t - value t.=10ms, T,= 150°C 642 A2s
Transistor Wechselrichter/transistor inverter
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _oro

T,j=25°C V
collector-emitter voltage Y CES 600 v
Kollektor-Dauergleichstrom Tc=65°C I nom. 20 A
DC-collector current Tc=25°C lc 25 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom

tp=1 T.=65°C |
repetitive peak collector current P ms, © CRM 40 A
Gesamt-Verlustleistung

Tc=25°C P,
total power dissipation ¢ ot 8 w
Gate-Emitter-Spitzenspannung

v A
gate-emitter peak voltage GES +- 20V v
Diode Wechselrichter/ diode inverter
Dauergleichstrom
|

DC forward current F 20 A
Periodischer Spitzenstrom

tp =1 |
repetitive peak forw. current P ms FRM 40 A
?renzlastmtegral Vg = 0V, t, = 10ms, T, = 125°C 12 62 A2s
It - value
Transistor Brems-Chopper/ transistor brake-chopper
Kollektor-Emitter-Sperrspannung o

T,;=25°C V
collector-emitter voltage K CES 600 v
Kollektor-Dauergleichstrom Tc=65°C I nom. 20 A
DC-collector current Tc=25°C lc 25 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom

tp=1 T.=65°C |
repetitive peak collector current P ms, © CRM 40 A
Gesamt-Verlustleistung

Tc=25°C P,
total power dissipation ¢ ot 8 w
Gate-Emitter-Spitzenspannung

V -
gate-emitter peak voltage GES +- 20V v
Diode Brems-Chopper/ diode brake-chopper
Dauergleichstrom
|

DC forward current F 20 A
Periodischer Spitzenstrom

tp=1 |
repetitive peak forw. current P ms FRM 40 A
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Vorlaufig
preliminary
Modul Isolation/ module isolation
Isolations-Priifspannung RMS, f =50 Hz, t = 1 min. Y, 25 KV
insulation test voltage NTC connected to Baseplate SOk ’
Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Charakteristische Werte / characteristic values
Diode Gleichrichter/ diode rectifier min. typ. max.
Durchlaspannung _ o -
T,j= 150°C lg= \Y - -
forward voltage v ’ F 20A F 085 v
Schleusenspannung _ o
T,j= 150°C \Y - -
threshold voltage Y ™ 0.63 v
Ersatzw@erstand T, = 150°C rr ) 10 } mo
slope resistance
Sperrstrom T, = 150°C, Ve= 800V Ir ; 5 - mA
reverse current
Modul Leitungswiderstand, Anschliisse-Chip — Arpo
Tc=25°C Raasce - -
lead resistance, terminals-chip ¢ AR+CC " mQ
Transistor Wechselrichter/ transistor inverter min. typ. max.
Kollektor-Emitter Sattigungsspannung Vee =15V, T,= 25°C, I¢c= 20A Ve sat - 1,95 2,55 \%
collector-emitter saturation voltage Vee =15V, T,=125°C, I¢c= 20 A - 2,2 - \%
Gate-Schwellenspannung o
Vee =V T,= 25°C, I¢= V
gate threshold voltage CETYeR Ty rC 0,5mA cero) | 4.5 5.5 6.5 v
Eingangskapazitat f=1MHz, T,; = 25°C
. ) Cies - 11 - nF
input capacitance Vee=25V,Vge =0V
Kollektor-En”.utter Reststrom Vee =0V, T,=25°C, Vee= 600V lees } } 50 mA
collector-emitter cut-off current
Gate-Emitter Reststrom
Vce =0V, Vge =20V, T,;=25°C | - -
gate-emitter leakage current cE ' YGE T GES 400 nA
Einschaltverzégerungszeit (ind. Last) Ic = Inenns Vee= 300V
turn on delay time (inductive load) Vge =15V, Tj= 25°C, Rg= 47 Ohm td.on - 22 - ns
Vge =215V, T,;=125°C, Rg = 47 Ohm - 31 - ns
Anstiegszeit (induktive Last) Ic = Inenns Vee= 300V
rise time (inductive load) Vge =15V, Tj= 25°C, Rg= 47 Ohm tr - 23 - ns
Vge =215V, T,;=125°C, Rg = 47 Ohm - 37 - ns
Abschaltverzdgerungszeit (ind. Last) Ic = Inenns Vee= 300V
turn off delay time (inductive load) Vge =15V, Tj= 25°C, Rg= 47 Ohm tyoff - 143 - ns
Vge =215V, T,;=125°C, Rg = 47 Ohm - 154 - ns
Fallzeit (induktive Last) Ic = Inenns Vee= 300V
fall time (inductive load) Vge =15V, Tj= 25°C, Rg= 47 Ohm t - 22 - ns
Vge =215V, T,;=125°C, Rg = 47 Ohm - 38 - ns
Einschaltverlustenergie pro Puls Ic = Inenns Vee = 300V
turn-on energy loss per pulse Vee =215V, T,;=125°C, Rg = 47 Ohm Eon - 0,7 - mJ
Ls= 80 nH
Abschaltverlustenergie pro Puls Ic = Inenns Vee = 300V
turn-off energy loss per pulse Vge =215V, T,;=125°C, Rg = 47 Ohm Eof - 0,6 - mJ
Ls= 80 nH
KurzschlufRverhalten tp<10ps, Vee <15V, Rg= 47 Ohm
SC Data T,£125°C, Vee = 360 V Isc - 90 - A
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BT Madule FB20R0O6KL4B1 —
IGBT-Modules
Vorlaufig
preliminary
Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Charakteristische Werte / characteristic values
min. typ. max.

Modulinduktivitat
stray inductance module Loce ) . 40 nH
Modul Leitungswiderstand, Anschliisse-Chip — Arpo

Tc=25°C Reenee - -
lead resistance, terminals-chip ¢ CC-EE 10 mQ
Diode Wechselrichter/ diode inverter min. typ. max.
DurchlaRspannung Vee =0V, T,= 25°C, lg = 20 A Ve - 1,7 2,15 \%
forward voltage Vee =0V, T,=125°C, lg = 20 A - 1,7 - \%
Ruckstromspitze Ir=Inenn, -dig/dt= 1000 Alus
peak reverse recovery current Vee =-10V, T,;= 25°C, Vg= 300V Irm - 20 - A

Vge =-10V, T,;=125°C, Vg= 300V - 23 - A
Sperrverzégerungsladung Ir=Inenn, - dig/dt = 1000 Alus
recovered charge Vge =-10V, T,;= 25°C, Vg= 300V Q _ 1 _ pAS

Vge =-10V, T,;=125°C, Vg= 300V - 1,7 - UAs
Abschaltenergie pro Puls Ir=Inenn, - dig/dt = 1000 Alus
reverse recovery energy Vge =-10V, T,= 25°C, Vg= 300V Erec - 0,2 - mJ

Vge =-10V, T,;=125°C, Vg= 300V - 0,35 - mJ
Transistor Brems-Chopper/ transistor brake-chopper min typ. max.
Kollektor-Emitter Sattigungsspannung Vge =15V, T,= 25°C, I¢c= 20,0A Ve sat - 1,95 2,55 \%
collector-emitter saturation voltage Vee =15V, T,=125°C, Ic= 20,0 A - 2,2 - \Y
Gate-Schwellenspannung o

Vee =V T,=25°C, Ic= Y,
gate threshold voltage cET YeE v vl 0,5mA cemo) - 4.5 55 6,5 \Y
Eingangskapazitat f=1MHz, T,;= 25°C c } 11 ) nE
input capacitance Vee =25V, Vge =0V es ’
Kollektor-En”.utter Reststrom Vee =0V, T,=25°C, Vee= 600V ) ) 50 mA
collector-emitter cut-off current
Gate-Emitter Reststrom

Vce =0V, Vge = 20V, T,; = 25°C | - -
gate-emitter leakage current cE ' YGE T GES 400 nA
Diode Brems-Chopper/ diode brake-chopper min. typ. max.
DurchlaRspannung T,;= 25°C, lg= 20A Ve - 2,45 29 \Y
forward voltage T,;=125°C, lg= 20A - 2,55 - \%
NTC-Widerstand/ NTC-thermistor min. typ. max.
Nennwiderstand .
rated resistance Tc=25°C Ros - 5 - kQ
Abweichung von Ryg N .
deviation of Rygg Tc =100°C, Rygp =493 Q AR/R -5 5 %
Verlustlgist.ung. Te = 25°C Pas 20 mw
power dissipation
B-Wert R, = Ry exp [B(1/T, - 1/Ty)] Bosjso 3375 K
B-value

3(12)




Technische Information / technical information

Eupec

BT Madule FB20R0O6KL4B1 -
IGBT-Modules
Vorlaufig
preliminary
Thermische Eigenschaften / thermal properties
min. typ. max.
Innerer Warmewiderstand Gleichr. Diode/ rectif. diode Apasie=TWIM*K Ringr - 1.1 - K/w
thermal resistance, junction to heatsink Trans. Wechselr./ trans. inverter  Ajeue=1W/m*K - 1,8 - K/W
Diode Wechselr./ diode inverter - 3,7 - K/IW
Trans. Bremse/ trans. brake - 1,8 - K/W
Diode Bremse/ diode brake - 4,3 - KIW
Innerer Warmewiderstand Gleichr. Diode/ rectif. diode Rinsc - - 1 KW
th | ist; junction t
ermal resistance, junction to case Trans. Wechselr./ trans. inverter - - 1,6 K/W
Diode Wechselr./ diode inverter - - 2,7 K/W
Trans. Bremse/ trans. brake - - 1,6 K/W
Diode Bremse/ diode brake - - 3,1 K/W
Ubergangs-Warmewiderstand Gleichr. Diode/ rectif. diode Apase=TW/m*K Rinch - 0,2 - K/W
th | resist to heatsink
ermal resistance, case o heatsin Trans. Wechselr./ trans. inverter  Ajeue=1W/m*K - 0,4 - K/W
Diode Wechselr./ diode inverter - 1,3 - K/W
Trans. Bremse/ trans. brake - 0,4 - K/W
Diode Bremse/ diode brake - 1,5 - K/W
Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur T 150 c
} . ) Vi - -
maximum junction temperature
Betriebstem
ostemperatur T | -40 - 125 | °C
operation temperature
Lagertemperatur Tag 40 } 125 oc
storage temperature
Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
!nnere I§olat|or.1 AlLOs
internal insulation
CTI
comperative tracking index 225
AnpreRkraft f. mech. Befestigung F 40..80 N
mounting force
Gewicht
weight ¢ 36 9
Kontakt - Kuhlkérper Kriechstrecke
terminal to heatsink creepage distance 13,5 mm
Luftstrecke
. 12 mm
clearance distance
Terminal - Terminal Kriechstrecke 75 -
terminal to terminal creepage distance ,
Luftstrecke
. 7,5 mm
clearance distance
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Vorlaufig
preliminary
Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch) lc =f(Vce)
output characteristic inverter (typical) Vee =15V
40 . .
------ Tj= 25°C i
35 11 Tj=125°C = nsmmmrt s st et/

<
=2
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Vee [V]
Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch) lc =f(Vce)
output characteristic inverter (typical) T,; = 125°C
40
——VGE =8V
35 Tl ——VGE=QV |1 T r e e e
——VGE =10V | :
30 Tr|——Vge=12V |r- it e e s Ay
—Vge=15V !
25 1-|———=Vge=20V |- e e e
— :
< I R R R R Ll R R e e
= :
IR Y I RS A
LR R LR R T T LR LR PR PP
R R e T EEEES FErEEE
0 ‘ ] ] ‘ ‘ ] ‘ ‘ ‘
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Vee [V]
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Vorlaufig
preliminary
Ubertragungscharakteristik Wechselr. (typisch) lc =f(Vge)
transfer characteristic inverter (typical) Vee =20V
40 .
------ Tj= 25°C
35 +-- Tj = 125°C
SR e e e R . Tov
25 e S SN SRS S AU S
TR T R S S Al s
© ; ; ; ; ’
15 4-ceenceann I R LT :
10 nenennnde e oo SRR e
[ I, P e T PR S be e meeaaaa d e e e e e
0 : : : . : .
5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Vee [V]
DurchlaBkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) Iz =f (V)
forward characteristic of FWD inverter (typical)
40
------ Tj= 25°C ‘ : C :
35 | TJ=125°C | et e R S MU
<
&
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Vorlaufig
preliminary
Schaltverluste Wechselr. (typisch) E, =f(l¢), Eoi =f (Ic), Erec = f (Ic) Vec= 300V
switching losses inverter (typical) T;=125°C, Vee =215V, Reon = Rooff = 47 Ohm
3
o
S
E
w
0 . . . . . . . .
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Ic [A]
Schaltverluste Wechselr. (typisch) E,, =f(Rg), Eot = f (Rg), Erec =f (Rg)
switching losses inverter (typical)  T;=125°C, Vge=+15V, Ic=lem, Vcc = 300V
3 '
—--—-Eon
Eoff . . . . . .
25 +-1 O |eeea-- e eeeeeaaa e PTII I PP I
] =1 (Yo} ' ! ! ! ' .
2 g Fpemmmmmmm [ L i R
g :
E  15f--ooo--- e e P e R e L
w : : : L.
S S ﬁ--—"'——' ______________
R Rk EEFRE PR b b e TR e
0 . : . . ; . : !
40 50 60 70 80 90 100 110 120
Re [Q]
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Vorlaufig
preliminary
Transienter Warmewiderstand Wechselr. Zyon =T (1)
transient thermal impedance inverter
10v000 I I T T 11
] ] | |
] Zth-IGBT
—------ Zth-FWD
S mec
[ ///
$ 1,000 -
£
N
all i 1 2 3 4 |
o IGBT: r; [K/W]: 118,66e-3 592,55e-3 464,26e-3 624,52e-3
L] ¢ s 3eb6 79,74e-3  10,28e-3  226,61e-3
FWD: r; [K/IW]: 245,4e-3 1,22 956,8e-3 1,27 1
¢ s 3eb6 80,4e-3 10,35e-3  227,3e-3
0.100 [T T TTTTT] [T T TTTTT] [ T T 11711
0,001 0,01 0,1 1 10
t[s]
Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA) lc =f(Vce)
reverse bias save operating area inverter (RBSOA)T,; = 125°C, Vg = #15V, Rg = 47 Ohm
45 \
40 : : E E : P P PR
. . . . . i
35 1-- IC,Modul |- -~ -~ s iy Al e : ———————————
= = = |C,Chip : ‘ . . ;
30 4-- e e e e PP P I
' ' ' ' ' L]
. . . . . i
25 oo A A LA A S i
< . . . . . i
PES o T S S A U
= . . . . . i
15 fomeneeon e TR EEPTEPTR T, e TR I EEREEPREREY
10 feeeein i
I R R R R L Rl (] | B
0 ; ; ; ; ; ‘
0 100 200 300 400 500 600 700
Vee [V]
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Vorlaufig
preliminary
Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch) lc =f(Vce)
output characteristic brake-chopper-IGBT (typical) Vee =15V
40
----I--Tj: 25°C ]
B Ti=125°Cc| pror """""""""""""""""""""""

<
=2
Vee [V]
DurchlaBkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) Iz =f (V)
forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)
40
S U - Tj= 25°C
e T T I
R S e S SR S S
25 e SN SN SN SN A A AR
< 20 fe-e-e---- e e e b e e e
- : : : : 2 : :
T3 e e e .- / e PP PP
L e RS e oo oo e
[ T
0 ?

Ve [V]
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Vorlaufig
preliminary
DurchlaBkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) I =f (V)
forward characteristic of rectifier diode (typical)

40
I U L Tj= 25°C| e e
Tj = 150°C
304 Je e P e Y e
25 Lrmeemie e e R TR Beeeeofe R
L 20 feeeeeee e P PR e Fefend Lol TR Pr
- : . ,
15 f-ccemeeaaas e e R - LT
10 rrerrr et R R e S R ERERER e
5 . I I e LY. I I I I D L P
0 ‘
0,00 0,20 1,20
Ve [V]
NTC- Temperaturkennlinie (typisch) R=f(T)
NTC- temperature characteristic (typical)
100000 T
10000
)
14
NN~
I~
\\\
1000
~u
\\\
\\
100
0 20 40 60 80 100 120 140
Tc [°C]
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Vorlaufig
preliminary
Schaltplan/ circuit diagram
P P1
BE e, ) &) g
L1o—
L2 ) B U v W
S QY (€ S €
N
NB EU EV Ew
Gehauseabmessungen/ package outlines
48,26
44,45
35.56
31.75
c/.94
26.67
c4.13
22.86
c0.3¢e
16.51
2.7
8.89
SRR
S| G| 0| M &
P, G1,U
\ ﬁ NB “ H 0@#
N~ =] i
< % gg a B{“‘j} * ! .
oy 5 o~ ™ i AR A LR A @EF
™~ S QU] ] 4P /\g 75’7 o
Bohrplan / 5 ™Sy g R
drilling layout o S R ;rz =
il I
Pinpositions with folerance = I =]
232 50,58

15.88

1. 308
e

°e.08
o f
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Gehduseabmessungen Forts. / package outlines contd.
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Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine

Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehdrigen technischen Erlauterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is

valid in combination with the belonging technical notes.
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Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlieBlich fir technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes fir die von lhnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollstandigkeit der
bereitgestellten Produktdaten fiir diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. lhren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, fiir die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung
Ubernehmen. Eine solche Gewahrleistung richtet sich ausschlielich nach Mafl3gabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden fir das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls ibernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benétigen, die tber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere
eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fur Sie zustandigen
Vertriebsburo in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Fir Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen kénnte unser Produkt gesundheitsgefahrdende Substanzen enthalten. Bei Ruckfragen zu
den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fur Sie zustéandigen Vertriebsbiro in
Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefahrdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fir diese Falle
- die gemeinsame Durchfiihrung eines Risiko- und Qualitatsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitatssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einfiihrung von MaRnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend

empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Malnahmen abhangig

machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments
will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect
to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted
exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its
characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For
those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.
Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.
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